Ipyma 302

U3amenenue Ne 3 IN'OCT 23448—79 Inoant NONYRPOBOAMMKOBLIE H3ayuwamommue. Oc-
HOBHBIE Pa3Mepbl

Mocranosaennem [ocyaapcrsentnoro xomutera CCCP no cranpapram or 24.06.85
Ne 1865 cpok BBEAEHHS YCTAHOBJEH
c 01.12.85

HauMeHOBaHHe CTaHAapTa H3JI0XKHTb B HOBOI peJakuuH: «JHOAB MOJYNpPOBOA-
HHKOBbIe HH$PaKpacHbie H3ayyatowne. OCHOBHBIE pasmMepbl

Semiconductor infrared emitting diodes. Basic dimensions».

[TynxkT 1 u3noxuTh B HOBOW perakuuu: «!. Hacroswmit cramfaprt pacmpocrpa-
HAeTcs Ha MOJYNPOBOAHHKOBHE HH(pakpacHble wuaayuaollve XHOAB (majsee —
JHONH) M YCTaHAaBJWBAeT raGapHTHblE H NPHCOENHHHTEJbHble pa3Mepsl HX KOp-
mycoB.

Kopnyca amomos KIOH-2, KOAU-3, KIOU-12 coorBerctByior Ily6aukauun M3IK
191—2 32 HCKJIOYEHHEM PacCTOSHHA MeXJY BBIBOJAMH».

[Mynkr 2. 3aMeHHTb caoBa: «uepT. 1—12» Ha «uept. 2, 4, 5, 8—10, 12—14»,
«(cMm. yept. 2—11)» Ha «(cM. uepT. 2, 4, 5, 8—10, 12—14)>»;

yeprexu 1, 3, 6, 7, 11 HCKJIIOYHTD;

yeprexx 2. 3aMeHurp pasmepn: 1209 na 135%1, 2,5+0,2 Ha 2,5t?,-_§;

rabauna. 3amenuts pasmep: 8,5 nHa 8,3;

yepTexx 4. 3aMeHHTb pasmep: 1,26+02 na 2_,;

yeprexk 5. 3aMennTb pasmepnl: 2,4_o4 Ha 2,4 _,, 1,6 _go5 Ha 1,6_g4 3

uyeprexy 8, 12 3aMeHHTb HOBBIMH:
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http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294826/4294826135.htm

